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金属ナノ粒子を酸化物粒子に担持させた構造体は，排ガス浄化触媒，光触媒，改質触媒として

広く利用されている。同じ金属種でも担体となる酸化物の種類を変えると触媒活性が変化するこ

とが知られており，担体効果と呼ばれる[1]。担体効果は金属については粒子サイズ，担体につい

ては酸素貯蔵能や表面の酸塩基性を起源とすることもあるが，化学反応を電子授受によるものだ

と捉えると，金属－酸化物接合界面に形成されるショットキー障壁による電子整流性を拠り所に

すると考えても良い。そこで本研究では，異なる酸化物薄膜に接合させた Pd 金属薄膜の仕事関数

を計測し，酸化物によって変化する仕事関数の挙動を金属－酸化物間で起こるバンドアライメン

トから議論する。 

図１(a)に ZrO2 (ZO)，BaTiO3 (BTO)，Al2O3 (ALO)のエネルギー準位図を示す。バンド構造は光

電子収量法から価電子帯上端 IE，光反射率測定よりバンドギャップ Eg を求め，担持させた Pd の

仕事関数 WPd はケルビンフォース顕微鏡で測定している。ZO に接合した Pd のみバンド構造から

予想される WPd と大きく異なり，これをフェルミ準位のピニングによるものと考えた[2]。この現

象を捉えるために，NO 分子の Pd

表面での解離吸着過程を電流－

電圧 (I-V)測定で観測した（図

1(b)）。NO 分子の吸着により Pd 表

面では Pd-NO 分子軌道が形成さ

れ，WPd が変化することでバンド

の再アライメントが起こる。

Pd/ZO のみ NO 吸着前後での I-V

挙動に変化がなく，ピニングが

あることがわかった。 
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Fig. 1. (a) The band lineup of bulk Pd and oxide semiconductors. 
(b) In situ I-V profiles of Pd/ZO, BTO, and ALO measured at room 
temperature. Open circles and triangles are obtained in He gas and 
1% NO + 99% He mixed-gas atmosphere, respectively. 
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